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バリスティック伝導とその制御  六方晶窒化硼素(h-BN)を基板として用いると、グラフェンの移

動度が飛躍的に向上し(> 100,000 cm2/Vs)、平均自由行程が試料サイズに匹敵するバリスティック

伝導が実現する。我々は、バリスティックな系が示す特徴的な量子輸送現象である電子 focusing

効果に対して、Scanning Gate Microscopy(SGM)測定を行い、グラフェンにおけるキャリアのサイク

ロトロン運動の可視化に成功した。また、SGM tipを走査しながらキャリア密度を局所的に変調す

ることで、バリスティックなキャリアの軌道を制御可能であることも明らかにした[1]。 

pn 接合におけるコヒーレント伝導 h-BN を局所ゲートの絶縁膜として用いることで、高移動度

を保ちながらグラフェンに pn 接合を形成することもできる。我々は pn 界面を「ミラー」とした

電子波の Fabry-Perot 干渉の明瞭な観測に成功しており、m オーダーに達する電子のコヒーレン

ス長を実現した[2]。また、この系に強磁場を印加して、量子ホールエッジチャネル伝導を実現す

ると、pn界面においてエッジチャネル干渉計が形成されることも報告している[3, 4]。 

pn接合を用いたキャリア軌道の制御 これらの結果を踏まえて、現在我々は、ゲート電極の幾何

学的な構造を工夫したグラフェン npn 接合を作製し、バリスティックなキャリアをより能動的に

制御することを試みている。発表ではこの最新の実験結果についても議論する予定である。 
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